FRIEDRICH-ALEXANDER
UNIVERSITAT _
== ERLANGEN-NURNBERG

Modulbezeichnung: Nanoelektronik (Nano) 2.5 ECTS
(Nanoelectronics)

Modulverantwortliche/r: Michael Jank

Lehrende: Michael Jank

Startsemester: SS 2021 Dauer: 1 Semester Turnus: jahrlich (SS)

Prisenzzeit: 30 Std. Eigenstudium: 45 Std. Sprache: Deutsch

Lehrveranstaltungen:
Nanoelektronik (SS 2021, Vorlesung, 2 SWS, Michael Jank)

Empfohlene Voraussetzungen:
Kenntnisse aus den Vorlesungen Halbleiterbauelemente bzw. Nano IV und Prozessintegration und
Bauelementearchitektur wiinschenswert

Inhalt:
1. Skalierung von MQOS Transitoren:
Einsatzspannungs-Absenkung, ,,Subthreshold Slope” Band-Band Tunneln, ,,Drain Induced Barrier Lo-
wering”, Beweglichkeitsdegradation, Tunnelstrome, Gateverarmung, Dotierstofffluktuationen, Zuver-
lassigkeit
2. Neue Architekturen und Materialien fiir Nano-MOS-Bauelemente:
Hoch epsilon Dielektrika, ,,Metal Gate” Elektroden, ,,Strained Silicon”, SiGe, GeOl, FinFET, TriGate
Transistoren, Nanowire Strukturen (Si-Nanotubes, Carbon Nanotubes), Vertikale MOS Strukturen,
Schottky MOS
3. Erzeugung kleinster Strukturen:
Optische Lithographie fiir sub-50 nm, EUV Lithographie, Elektronenstrahl- und lonenstrahllithogarphie,
Druck und Prigetechniken, Selbstorganisation
4. Bauelemente der nichtfliichtigen Datenspeicherung:
Ladungsspeicherung in Dielektrika und Nanokristallen (Flash EPROM), Multibit Zellen, Ferroelektri-
sche Speicherzellen, Widerstandsprogrammierbare Zellen (MRAM, PCM, spannungs-programmierbare
Zellen)
5. Bauelemente mit einzelnen Elektronen:
Single Electron Device, Resonantes Tunneln, Schaltbare Molekiile
6. Prinzipielle Grenzen:
Quantenmechanische Grenze, Thermische Grenze, Statistische Grenze
Lernziele und Kompetenzen:
Die Studierenden
Fachkompetenz
Anwenden
erklaren den Aufbau und die Funktionsweise nanoelektronischer Bauelemente
beschreiben die Herstellungsmethoden fiir nanoelektrnoische Bauelemente
Analysieren
analysieren die prinzipiellen Probleme, die sich fiir Bauelemente im Nanometerbereich ergeben
diskutieren unterschiedliche Lésungsansatze fiir zukiinftige Bauelemente
Evaluieren (Beurteilen)
bewerten Vor- und Nachteile sowie Grenzen aktueller Trends und Entwicklungen auf dem Gebiet
nanoelektronischer Bauelemente
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Studien- /Priifungsleistungen:
Nanoelektronik (Priifungsnummer: 67801)
Priifungsleistung, miindliche Priifung, Dauer (in Minuten): 30
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